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数マイクロメートル(μm)単位またはそれ以下の大きさのフルカラー微小光源の開発が活発的に

行われており[1]、発光色変換材料には蛍光体などが用いられている。それに対して、薄膜状かつ

可視光域で発光を実現する材料の開発が急務である。層状構造をとる硫化セレン化ガリウム

(GaSSe)混晶は、S および Se 組成を制御することでそのバンドギャップエネルギーを 1.98-2.58eV

と変化させることができ(図 1)、可視光域を覆う発光波長を実現できる[2]。本研究では、緑色発光

を実現する層状 GaSSe 混晶のフォトルミネッセンス(PL)測定を行い発光材料として評価した結果

を報告する。 

GaSSe 混晶により緑色発光を実現するためには、図 1 に示すバンドギャップエネルギーの組成

依存性を参考にすると、Se組成を 25-48%程度とすべきであることが分かった。試料には、バルク

状の GaS0.65Se0.35混晶を用いた。μ-PL測定はすべて室温(~20°C)で行い、中心波長 465nmの汎用的

な砲弾型青色発光ダイオード(LED)を励起光源として用いた。青色 LED は試料に対して裏面から

照射し、PL信号は顕微鏡および分光器を通し電荷結合素子により検出した。 

図 2に、青色 LED のエレクトロルミネッセンス(EL)および GaS0.65Se0.35混晶の規格化 PLスペク

トルを示す。GaS0.65Se0.35混晶の PLスペクトルの半値全幅(FWHM)は 128.7 meVとなった。GaSSe

混晶は全組成域で基本的には間接遷移型のバンド構造なため、混晶由来の微視的な組成不均一に

よるバンド端近傍の状態密度の揺らぎに加えて、フォノンの寄与により PL FWHMが大きくなっ

たと考えられる。また、 励起光源とした青色 LED の FWHM(183.2meV)も反映していると考えら

れる。図 2 挿入図に青色 LED の EL 像および GaS0.65Se0.35混晶の PL 像を示しており、青色 LED

の励起でも緑色発光が視認できる程度の PLを得ることに成功した。 
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Figure 1. Selenium composition dependence of 

bandgap energy in bulk Ga1-xSxSe alloy. 

Figure 2. PL spectrum of GaS0.65Se0.35 alloy and 

EL spectrum of general blue LED. 
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